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Tranzystorowy wzmacniacz rezonansowy na pasmo VHF

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy wzmacniacz rezonansowy na pasmo VHF do 300 MHz, prze-
znaczony do stopni wejsciowych przenosnych urzadzeri radiokomunikacyjnych.

We wzmacniaczach rezonansowych na pasmo do 300 MHz z obwodami o statych skupionych najwigkszg
trudno$¢ sprawia uzyskanie obwodéw o duzej dobroci. Stosowanie elementéw o statych roztozonych wtym
zakresie czgstotliwosci jest jeszcze nieoptacalne ze wzgledu na znaczne rozmiary obwodéw. Istnieja réwniez
obwody helikalne pozwalajace tatwo uzyskaé duze dobroci dla tego zakresu czgstotliwosci, ale majg zbyt duze
gabaryty w poréwnaniu do uk}adéw tranzystorowych.

W znanej konstrukcji wzmacniacza rezonansowego tranzystorowego koniec cewki wejsciowej obwodu rezo-
nansowego dotaczony jest do kondensatora obwodu rezonansowego, zas drugi koniec cewki dotaczany jest do
kondensatora blokujacego potaczonego z emiterem tranzystora. Elementy obwodéw rezonansowych w pa$mie
100 do 300 MHz tracg swe zalety ze wzgledu na dtugosci doprowadzen wprowadzajgce indukcyjnosci rozprosze-
nia, zwigkszenie pojemnosci wtasnej cewki i zmiane reaktancji kondensatoréw. Duzg rol¢ w tym zakresie czgsto-
tliwosci odgrywaja szkodliwe pojemnosci montazu i straty powodowane przez elementy izolacyjne, zwtaszcza
koricéwki stosowanych kondensatoréw i diugosci doprowadzeri cewki. Ponadto stabilno§é mechaniczna cewek
obwodu rezonansowego, ktérej brak prowadzi do obnizenia dobroci skutecznej obwodu.

Celem wynalazku jest uzyskanie mozliwie matego gabarytowo tranzystorowego wzmacniacza rezonansowe-
go na pasmo do 300 MHz o dobrej selektywnosci oraz stabilnego mechanicznie i termicznie.

Istota tranzystorowego wzmacniacza rezonansowego wedlug wynalazku polega na potaczeniu nieuziemio-
nego obwodu rezonansowego bezposrednio z jedna z zewngtrznych oktadzin bezkoricéwkowego ptaskiego cera-
micznego kondensatora pojedynczego lub ztozonego, ktérego zewnetrzna oktadzina podtaczona jest bezposred-
nio do metalowej obudowy wzmacniacza. Koniec uziemiony cewki wejéciowej lub bliski potencjatu masy, dots-
czony jest bagdZ bezposrednio do metalowej obudpwy wzmacniacza, badZ do okladziny bezkoricéwkowego
ptaskiego ceramicznego kondensatora blokujacego, przy czym emiter tranzystora wzmacniajgcego dolaczony jest
krétko do oktadziny bezkoricéwkowego ptasklego ceramicznego kondensatora blokujqcego
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Zaletg uktadu bedacego przedmiotem wynalazku jest duza stabilno$¢ mechaniczna, gdyz oba korice cewek
obwodéw rezonansowych sg unieruchomione przez przylutowanie do oktadzin bezkoricéwkowych kondensato-
réw. Ponadto wyeliminowanie indukcyjnosci doprowadzeri prowadzi do uniknigcia sprzezen poprzez elementy
blokujgce, spetniajace rolg¢ dobrych wspornikéw montazowych a réwnoczesnie dajacych dobrg bezindukcyjng
blokade dla wielkiej czestotliwosci.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, przedstawiajgcym schema-
tycznie konstrukcje wzmacniacza rezonansowego.

We wzmacniaczu rezonansowym wedtug wynalazku koniec a nieuziemionej cewki wejéciowej L1 obwodu
rezonansowego dolaczony jest bezposrednio do jednej oktadziny bezkoricowkowego plaskiego ceramicznego
kondensatora Cl, ktorego druga oktadzina przylutowana jest do metalowej okfadziny obudowy wzmacniacza.
Natomiast koniec b znajdujacy si¢ na potencjale bliskim masy, lub potgczony z masa cewki wejéciowej L1
- dotaczony jest do jednej oktadziny bezkoricéwkowego kondensatora blokujgcego C4, ktérego druga oktadzina
przylutowana jest do metalowej obudowy. Koniec b cewki wejéciowej L1 moze byé dotgczony wprost do
obudowy. Emiter E tranzystora wzmacniajacego T dotaczony jest przy pomocy najkrétszych potaczen do jednej
oktadziny bezkoricowkowego kondensatora blokujacego C4, ktorego druga okladzina przylutowana jest do
metalowej obudowy.

Emiter E tranzystora wzmacniajagcego T dotaczony jest przy pomocy najkrétszych potaczer do jednej
oktadziny bezkoricéwkowego ptaskiego ceramicznego kondensatora C5 blokujacego, ktérego druga oktadzina
dolutowana jest do metalowej obudowy, baza B tranzystora T dotaczona jest przy pomocy najkrétszych pota-
czeri do jednej okladziny bezkoricéwkowego ptaskiego ceramicznego kondensatora C3 a kolektor K tranzystora
T dotaczony jest przy pomocy najkrétszych potaczeri do uzwojenia cewki wyjsciowej L2. Kondensator C2
wiaczony miedzy kondensatory Cl i C3 tworzy pojemnosciowy dzielnik naplgma Caty wzmacniacz rezonanso-
Wy umieszczony jest w obudowie metalowe;.

Doprowadzony na wejscie sygnat wielkiej czestotllwoscl pobudza do rezonansu obwdd wejsciowy i poprzez
dzielnik pojemnosciowy, zawierajacy kondensatory C;,C,,C3, dostaje si¢ na bazg B tranzystora wzmacniajgcego
T zawierajacego cewke L; w obwodzie kolektora K, by pobudzié¢ do rezonansu obwdd wyjsciowy. Dotaczenie
emitera E krétkim przewodem do kondensatora blokujacego C5 zapobiega powstawaniu sprzgzeni zwrotnych,
dzigki czemu mozna osiagnaé petne wzmocnienie tranzystora T. Doprowadzenie dolnych koricow cewek wejscio-
wej L; i wyjéciowej L, do odpowiednich oktadzin kondensatoréw blokujacych C4 powoduje zamknigcie drogi
pradéw obwodéw rezonansowych tak, ze nie sprzegaja si¢ ze soba. Brak dluzszych doprowadzer jest réwno-
znaczny z usunigciem dodatkowych strat energii w polach obwodéw rezonansowych, a to oznacza, ze dysponuje
sie obwodami o zwigkszonej dobroci.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy wzmacniacz rezonansowy na pasmo VHF zawierajacy tranzystor, ktérego emiter jest pota-
czony z obwodem rezonansowym o statych skupionych, znamienny tym, Ze nieuziemiony koniec (a)
cewki wejsciowej (L1) icewki wyjSciowej (L2) dotaczone sa bezposrednio do jednej z zewngtrznych oktadzin
bezkoricowkowego plaskiego. ceramicznego kondensatora (Cl) pojedynczego lub ztoZonego, ktérego druga
zewnetrzna okltadzina przylutowana jest do metalowej obudowy a pozostate potgczone z masg lub z potencja-
tem bliskim masy, koniec cewki wejsciowej (L1) i cewki wyjéciowej (L2) dotaczone sa bgdZ bezposrednio do
metalowej obudowy wzmacniacza, badZ do oktadziny bezkoricéwkowego ptaskiego ceramicznego kondensatora
blokujacego (C4), ktérego druga oktadzina przylutowana jest wprost do metalowej obudowy, przy czym emiter
tranzystora wzmacniajacego (T) dolaczony jest krétko do oktadziny bezkoricéwkowego ptaskiego ceramicznego
kondensatora blokujacego (CS5), ktdrego druga oktadzina przylutowana jest bezposrednio do metalowej obudo-

wy.
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